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Rys. 1. Obudowa CE-~73 dla MCY 7304N XX

Pamieé MCY 7304N xx*g jest -Stapfczn@ pamiqcia stata ROM'

4096-bitowg, o organizacji 512 s}éw 8-bitowych, wykonana

w niskoprogowej technologii NMOS 2z bramksg krzemowa.i implan-

tacja jondéw., Posiada ona sterowana wejsciami OE1, OE2 /zezwo-
lenia wyjscia danych/ trdjstanowe wyjépia danych, peing icom~

patybilno$é wejsé i wyjs$é z uktadami TTL oraz pojedyncze na—

piecie zasilania Upp = +5 V, :

Typowe zastosowania pamieci stalych ROM -~ to pamieci progra-

mdéw maszyn mikroprogramowanych, generatory znakdw alfanume-~

#)XX ~ dwuliterowe oznaczenie zawartosci pamiegci,
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rycznych,kohwertor§ kodéw; ﬁklady rcalizujace - podstawowe funk-
cje i operacje arytmetyczne /tablice sinuséw, etc/,

Zawartos¢é matrycy pamiegci, a takZe wymagany kod obu sygnatéw
zozwolexrda wyjscia danych /umozliwiajacy bezpoérédnie tacze-—-
pie do 4 pamieci/ sg programowane maskag u producenta, w wy-
niku bezposredniej wspdlpracy uZytkownika z producentem,
Producent nadaje kazdej nowej zawartosci dwuliterowe oznacie-
nie, ktére ~ w polgezeniu z nazwg MCY - 7304N ~ umozliwia jedno-—
znaczng identyfikacje zawartosci we wszelkich zaméwieniach,
korespondencji etc.

Pamied MCY 7304N XX moze pracovaé¢ synchronicznie lub asynchro-
nicznie, Stan niski zezwolenia odezytu adresu /AR/ pozwala na
wprowadzenie adresu, natomiast wysoki stan tego wejScia za~
trzaskuje wprowadzony adres w buforach adresowych, Daﬁe poja-
wiaja sie 1 pozostajag stabilne a% do odczytania nowego adresu,
Gdy wejscie AR znajduje sie w stanie niskim, dane wyjsciowe
pojawiaja s8ie asynchronicznie po czasie ta od przytozenia
adresu,

Uktad MCY 7304N XX zawiera 22 wyprowadzenia czynne:

~ 9 wej$é adresowych AO + A8

~ 8 wyjsé danych 01 -+ 08

- 2 wejscia zezwolenia wyjscia danych OEi/GEi, 0E2/5E§_

-~ 2 wejsScia zasilajgce UDD’ USS > : .

~ wejécie zezwolenia odezytu adresu AR.

Rozmieszczenie wyprowadzen wraz z wymiarami obudowy pokazano
na rys., 1. Rozmieszczenie to jest kompatybilné Z pamigciami
EPROM 2708, 2716, a takze z ramieciami ROM 16K MCY '7Z316N oraz
2316E, i
Kategoria klimatyczna 00/070/10 wg PN~73/E—u4550 poziom ja-
ko$ci II wg BN-80/3375-52,00, uk}ad scalony IV stopnia /IS4/
wg PN-78/T-01615, - = =

Uktad jest hermetyzowany w dwurzedowej -obudowie plastikowej
CE-73 o 24 wyprowadzeniach,



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napigcie dowolnego wyprowadzenia

wzgledem Uge Przy t, ., = 25°C U - =0,5 £ +7T V
Napiecie drenu wzgledem USS

pTZY t’amb = 25%C by —Q 5=t TV
Moc ro&praqzana Pmax W
Temperatura przechowywania tstg -40 = +125°C
'Temperatura otoczenia

W czagie pracy : Y amb 0:x +70°C

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

: : 0
Lo, =0 = +70%e, Uoy

pieé sg mierzone wzgledem Ugg = 0O v/

- +5,0 V £5%; wszystkie wartodci na-

Nazwa parametru |Symbol|Jedn, Wartosc Warunki
- min. max. pomiaru
1 2 SEIE 4 o 6
Prad uptywnosei : e , UDD —bea5 Vih
wejsaé ; =
e G e 10 V.<U <505y

wszystkie wejsScia

Praq,uplywnoéci uklad odlaczony,

LO
Wszystkle wygsc1a

Prad zasilania IFD maA 50 maksymalna war-—
2 tosé w warunkach
pracy,UDb = 5,25V
Napig¢cie wej—~ : &

Sciowe w stanie
wysokim Uip \' 2,0 5,25 |wszystkie wejscia
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZKE c;d.

1 2 3¢ |5 6
Napigcie wejscio-
jwe' w stanie nis- . :
kim Uqr, v 0,8| wszystkie wejscia
Napiccie wyjscio- Upp = tilo Y
we w stanie wyso- : _
kim . U0H4 v 2,4 UDD IOH = -2oo/uA .
Napiecie wyjscio-
we w stanie nis- :
kim UOL Vv 0,4 IOL =.2x§ mA
Pojemnodé wejsé wszystkie wypro-
adresowych,wejs¢ wadzenia uziemio-
OE oraz AR Ci pF 6 ne poza mierzonym;
: 0
tamb = 25%=C.
Pojemnosé wyjsé o ‘
danych C, pF 10 L =l,0 M7,
UWQ =20 Ve
ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE:
a) dla pracy synchronicznej /rys. 2a/
Nazwa parametru [Symbol|Jedn. Wartosé Warunki
min, max
i 2 3 4 5 6
Czas cyklu tc ns 700
' Poziomy odniesie-
nia :
Czas dostepu od >
| wejscia adreso~ |- na we.jsciach 1.5V
wego £ ns 500 na wyjsciach 0,8V
a(ad) | oraz o2
Czas trwania im- ‘ S
pulsu.zezwolenia
odezytu w stanie | -
niskim /AR/ t ns 500
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE c,d,

i

3

AEEEEes

6

Czas ustalania
iadresu

Ysu(aa)

ns

0.} 50 -

iCzas zanikania
adresu

s

ns

20

Czas przetrzy~
mywania na
wyjsciu danych
po przejsciu -
impulsu zZezwo-
Jlenia odezytu
v stan niski

*1(aa /&T)

ns

20

Czas narastania
- 1 opadania im-

pulséw wejscio-
wych: 20 ns;

obcigzenie wyj-
§cia: 1,5 bramki
TTL oraz CL=1OOpF

b) dla pracy asynchronicznej

rys. 2b/

1

2

3

Czas cyklu

ns

500

Czas doste¢pu
od wejscia
adresowego

ta(ad)

ns

500

Czas przetrzy-—
mywania na
wyjsciu danych
po zmianie
adresu

th(da/ad)

ns

20

Jak dla pracy

synchreniczne j

c) dla wejsé zezwolenia wyjscia danych /przyu

nicznej i asynchronicznej rys. 2e/

pracy synchro-

1

2

4 5

Czas dostepu
od wejscia
uaktywnienia

ta(en)

300

Czas zabloko-
wania wyjscia
od wejscia
uaktywnienia

tdis(en)

ns

300

Jak dla pracy
synchronicznej
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Wyjécia ~ Stan wysokiej { : DANE . ﬁsmn wysokiej
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Rys. 2, Przebiegi czasowe ukadu MCY 7304N XX: a) przy pracy

synchronicznej, b) przy pracy asynchronicznej, c) dla wejsc

zezwolenia wyjscia danych /przy pracy synchronicznej 1 asyn-
chronicznej
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